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1. 产品概述 

1.1 功能特性 

◆ 兼容 MCS-51 指令系统 

- 机器周期最快支持 2TSYS @ FSYS＝16MHz 

◆ 内存 

- 程序 Flash：8Kx8 

- 通用 RAM：256x8 

- 通用 XRAM：256x8 

- Data Flash：128x16 

◆ 振荡方式 

- HSI 内部高速 RC 振荡：16MHz 

- HSE 外部高速晶体振荡：最高 16MHz 

- LSI 内部低速 RC 振荡：32KHz 

◆ 中断源 

- 2 个定时中断 

- GPIO 中断 

- 其它外设中断 

◆ 定时器 

- WDT 定时器（看门狗定时器） 

- 8 位定时器 TIMER0 

- 16 位定时器 TIMER1 

◆ PWM 

- 5 路 PWM， 

- 支持互补模式 

- 4 路 PWM 共用周期，独立占空比 

- 1 路 PWM 独立周期，独立占空比 

◆ 工作电压范围： 

-  VLVR2~5.5V@16MHz 2T 

◆ 工作温度范围： 

- -40℃~85℃ 

◆ 低压复位功能（LVR） 

- 1.8V/2.0V/2.5V/3.0V 

◆ 比较器模块 

◆ 通信模块 

- I2C 通信模块 

- USART 通信模块 

- SPI 通信模块 

◆ 高精度 12 位 ADC 

- 内建高精度 1.2V 基准电压 

- ±1.5% @VDD=2.5V~5.5V TA=25℃ 

- ±2% @VDD=2.5V~5.5V TA=-40℃~85℃ 

◆ 低功耗模式 

- 空闲模式（IDLE） 

- 休眠模式（STOP） 

◆ 支持两线/单线串行编程与调试 
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1.2 产品型号一览表 

F 003 D 8 20 SA

封装形式（SA ：TSSOP， NB：QFN，SP：SOP）

管脚数（20 ：20pins，16：16pins）

ROM大小（8：8K*指令位数）

温度范围（D：-40~85 ）

产品代号（003）

产品系列（F：MTP通用品）

产品品牌

CMS8

 

型号说明 

PRODUCT ROM RAM Pro EE I/O ADC USART SPI IIC PACKAGE 

CMS8F003D816SP 8Kx8 512x8 128x16 14 12Bitx18 1 1 1 SOP16 

CMS8F003D820SA 8Kx8 512x8 128x16 18 12Bitx18 1 1 1 TSSOP20 

CMS8F003D820NB 8Kx8 512x8 128x16 18 12Bitx18 1 1 1 QFN20 

 

备注：ROM----程序存储器  Pro EE----程序EEPROM 
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2. 系统概述 

2.1 系统简介 

CMS8F003 系列是 8051 内核、兼容 MCS-51 的 2T 指令系统、通用 IO 型的 8 位芯片，工作频率最高可达

16MHz，该 MCU 具有如下特性： 

➢ 具有 8KB 程序区、256B RAM 空间、256B XRAM 空间、128B 数据区。 

➢ 具有三种振荡方式，时钟选择更灵活。 

➢ 支持正常、空闲、休眠三种工作模式，能有效的降低功耗。 

➢ 内置低压复位 LVR、看门狗溢出复位等保护设置，能够有效提升系统运行的可靠性。  

➢ 具有外部中断、定时中断和其他外设中断等多种中断源，能够及时响应外部事件，提高 MCU 的利

用率。  

➢ 数字功能可分配到任意 IO 口。  

➢ 2 个定时器，能够实现定时、计数、输入捕获、输出比较等功能。  

➢ 5 路 10 位 PWM，可配置为 4 路共用周期、独立占空比的输出+1 路独立输出，或 2 组互补输出+1

路独立输出。  

➢ 具有 IIC、SPI、USART 通信模块，能够实现系统与其他设备之间的数据传送。  

➢ 具有高精度 12 位 ADC 且可选择内部参考电压，每个 IO 均可作 ADC 的输入通道，模拟功能更丰

富。 
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2.2 存储结构 

2.2.1 程序存储器 FLASH 

该芯片具有一个 8KB 的 FLASH 存储空间, FLASH 空间分配结构框图如下： 

程序开始，跳转至用户程序

中断入口1，用户中断程序

FLASH:8K

0000H 复位向量

中断向量1

跳转至复位向量0000H

...

0003H

...

000BH

...

...

007BH

...

0083H

中断向量0 中断入口0，用户中断程序

中断向量15

1FFFH 程序结束

用户程序区

中断入口15，用户中断程序

 
 

2.2.2 内部数据存储器 RAM 

内部数据存储器分为 3 个部分：低 128Bytes、高 128Bytes、特殊功能寄存器 SFR。RAM 空间分配结构框

图如下图所示： 

内部RAM 

高128Bytes

(间接寻址)

FFH

80H

内部RAM 

低128Bytes

(间接或直接寻址)

7FH

00H

特殊功能寄存器
128Bytes

(直接寻址)

FFH

80H
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上图所示的低 128Bytes 空间寄存器分配如下图所示。最低的 32 字节（00H~1FH）组成了 4 个寄存器组，

每组 8 个存储单元，以 R0~R7 作为单元编号，用于保存操作数及中间结果等。复位后，默认选择 0 组，如果

选择其他寄存器组，需通过改变程序状态来决定。寄存器组后边的 16Bytes（20H~2FH）组成了可位寻址的存

储空间，该区域的 RAM 单元既可以按字节操作，也可以对单元中的每一位直接位操作。剩余的 80 个存储单

元（30H~7FH），用户可设置堆栈区和存储中间数据。 

General Purpose Register

7FH

30H

80Bytes

2FH

20H

16Bytes

(128Bits)
Bit Addressable

1FH

18H

8Bytes

17H

10H

8Bytes

0FH

08H

8Bytes

07H

00H

8Bytes

Register Bank3

(8Bytes)

Register Bank2

(8Bytes)

Register Bank1

(8Bytes)

Register Bank0

(8Bytes)

R7

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R0

7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78

77 76 75 74 73 72 71 70

6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68

67 66 65 64 63 62 61 60

5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58

57 76 55 54 53 52 51 50

4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48

47 46 45 44 43 42 41 40

3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38

37 36 35 34 33 32 31 30

2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28

27 26 25 24 23 22 21 20

1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18

17 16 15 14 13 12 11 10

0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08

07 06 05 04 03 02 01 00
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2.2.3 外部数据寄存器 XRAM 

芯片内部有最大 256Bytes XRAM 区域，该区域与 FLASH/RAM 没有联系，XRAM 空间分配结构框图如

下图所示： 

00FFH

XRAM

256Bytes

（间接寻址）

0000H

 
 

2.2.4 特殊功能寄存器 XSFR 

XSFR 是寻址空间与 XRAM 共用的特殊寄存器，主要包括：PWM 功能控制寄存器。其寻址范围如下图

所示： 

FFFFH

F000H

EFFFH

0000H

0100H

00FFH

XRAM区：256Bytes

保留空间

XSFR区：16Bytes

保留空间

F010H

F00FH
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3. 管脚定义 

3.1 CMS8F003D816SP 引脚图  

16

15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

VDD

C0OUT_A/CCP1/PWM3_B/SPI_NSS/AN29/P36

T1CKI/CON_A/SDA_B/TXD0_C/AN5/P05

C0P_A/SCL_B/RXD0_C/PWM4_B/AN4/P04

T0CKI/COP_B/CCP2/PWM1_A/AN11/P13

CON_B/CCP3/PWM3_A/AN12/P14

C0OUT_B/CCP4/PWM4_A/SPI_SCK/AN13/P15

P24/AN20/PWM1_B/CCP0/C0OUT_C

P21/AN17/RXD0_B/SCL_A/DSCK/SWI

P17/AN15/SPI_MISO/PWM2_A/CCP6/T1G

VSS

P35/AN28/TXD0_B/SDA_A/DSDA

P32/AN26/OSCOUT

P31/AN25/OSCIN

CCP5/PWM0_A/SPI_MOSI/AN14/P16

P30/AN24/NRST

CMS8F003D816SP  
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3.2 CMS8F003D820SA 引脚图  

16

15

14

13

5

6

7

8

OSCIN/AN25/P31

OSCOUT/AN26/P32

VSS

DSDA/SDA_A/TXD0_B/AN28/P35

P14/AN12/PWM3_A/CCP3/CON_B

P13/AN11/PWM1_A/CCP2/COP_B/T0CKI

P15/AN13/SPI_SCK/PWM4_A/CCP4/C0OUT_B

P16/AN14/SPI_MOSI/PWM0_A/CCP5

CMS8F003D820SA

P17/AN15/SPI_MISO/PWM2_A/CCP6/T1G

P21/AN17/RXD0_B/SCL_A/DSCK/SWI

P22/AN18/PWM0_B/CCP7/COP_C

P23/AN19/PWM2_B/CCP8/CON_C

NRST/AN24/P30

INT1/RXD0_A/AN22/P26

INT0/TXD0_A/AN21/P25

C0OUT_C/CCP0/PWM1_B/AN20/P24 1

2

3

4

20

19

18

17

12

11

9

10

VDD

C0OUT_A/CCP1/PWM3_B/SPI_NSS/AN29/P36

P04/AN4/PWM4_B/RXD0_C/SCL_B/COP_A

P05/AN5/TXD0_C/SDA_B/CON_A/T1CKI
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3.3 CMS8F003D820NB 引脚图  

CMS8F003D820NB

20

19

18

17

16

QFN20

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

15 14 13 12 11

O
S

C
IN
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N
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S
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/T
X

D
0

_
B

/A
N

2
8
/P

3
5

P36/AN29/C0OUT_A/CCP1/PWM3_B/SPI_NSS

P05/AN5/T1CKI/C0N_A/SDA_B/TXD0_C

P04/AN4/C0P_A/SCL_B/RXD0_C/PWM4_B

P13/AN11/T0CKI/C0P_B/CCP2/PWM1_A

VDD

P
2

1
/A

N
1

7
/R

X
D

0
_
B

/S
C

L
_

A
/D

S
C

K
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W
I

P
1

7
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N
1

5
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O
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W
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A
/C

C
P

6
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1
G
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6
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P
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S

I/
P

W
M

0
_

A
/C

C
P

5

P
1

5
/A

N
1
3

/S
P

I_
S

C
K

/P
W

M
4
_

A
/C

C
P

4
/C

0
O

U
T

_
B

P
1

4
/A

N
1
2

/P
W

M
3
_

A
/C

C
P

3
/C

0
N

_
B

RXD0_A/INT1/AN22/P26

TXD0_A/INT0/AN21/P25

PWM1_B/CCP0/C0OUT_C/AN20/P24

PWM2_B/CCP8/C0N_C/AN19/P23

PWM0_B/CCP7/C0P_C/AN18/P22
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管脚功能说明 

管脚名称 IO 类型 管脚说明 

VDD, GND P 电源电压输入脚，接地脚 

P04-P05 I/O 可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能，下拉电阻功能,带开漏输出功能 

P13-P17 I/O 可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能，下拉电阻功能,带开漏输出功能 

P21-P26 I/O 可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能，下拉电阻功能,带开漏输出功能 

P30-P32,P35-P36 I/O 可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能，下拉电阻功能,带开漏输出功能 

DSCK/ DSDA I/O 双线调试的编程时钟/数据脚 

SWI I/O 单线调试的通讯口 

AN0-AN29 I 12 位 ADC 输入脚 

NRST I 外部复位输入脚 

INT0,INT1 I 外部中断 0 和外部中断 1 输入脚  

CCPx I 捕捉输入脚  

T0CKI I TIMER0 外部时钟输入脚 

T1CKI I TIMER1 外部时钟输入脚 

T1G I TIMER1 门控输入脚 

PWMn_X O PWM0-4 输出脚 

SCL_X I/O I2C 时钟输入/输出脚 

SDA_X I/O I2C 数据输入/输出脚 

TXD0_X I/O USART0 异步发送输出/同步时钟输入/输出脚 

RXD0_X I/O USART0 异步接收输入/同步数据输入/输出脚 

OSCIN,OSCOUT I 晶振 32.768K 输入脚 

C0P_X I 比较器正端输入脚 

C0N_X I 比较器负端输入脚 

C0OUT_X O 比较器结果输出脚 

SPI_MISO I/O SPI 的主控数据输入/从动数据输出 

SPI_MOSI I/O SPI 的主控数据输出/从动数据输入 

SPI_SDIO I/O SPI 三线模式的数据输入输出 

SPI_NSS I SPI 从动模式使能输入脚 

SPI_SCK I/O SPI 的时钟输入输出 
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3.4 GPIO 特性  

管脚多种功能共享，每个 I/O 口可灵活配置数字功能或者指定的模拟功能。I/O 作为通用 GPIO 口具有如

下特性：  

◆ 可读取数据锁存器状态或者引脚状态。  

◆ 可配置上升沿、下降沿、双沿触发中断。  

◆ 可配置上升沿、下降沿、双沿中断唤醒芯片。  

◆ 可配置成普通输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出模式。 

 

3.5 管脚功能列表 

芯片有四个 I/O 端口：PORT0、PORT1、PORT2、PORT3（最多 18 个 I/O）。可读写端口数据寄存器可直

接存取这些端口。 

端口 位 管脚描述 I/O 

PORT0 
4 施密特触发输入，推挽式输出，AN4，RXD，SCL，PWM4，C0MP+ I/O 

5 施密特触发输入，推挽式输出，AN5，TXD，SDA,T1CKI，COMP- I/O 

PORT1 

3 施密特触发输入，推挽式输出，AN11，PWM1,CCP2,COMP+，T0CKI I/O 

4 施密特触发输入，推挽式输出，AN12，PWM3,CCP3,COMP- I/O 

5 施密特触发输入，推挽式输出，AN13，SPI_SCK，PWM4，CCP4，COMPO I/O 

6 施密特触发输入，推挽式输出，AN14，SPI_MOSI，PWM0，CCP5 I/O 

7 施密特触发输入，推挽式输出，AN15，SPI_MISO，PWM2，CCP6，T1G I/O 

PORT2 

1 施密特触发输入，推挽式输出，AN17，RXD，SCL，DSCK，SWI I/O 

2 施密特触发输入，推挽式输出，AN18，PWM0，CCP7，COMP+ I/O 

3 施密特触发输入，推挽式输出，AN19，PWM2，CCP8，COMP- I/O 

4 施密特触发输入，推挽式输出，AN20，PWM1，CCP0，COMPO I/O 

5 施密特触发输入，推挽式输出，AN21，INT0，TXD I/O 

6 施密特触发输入，推挽式输出，AN22，INT1，RXD I/O 

PORT3 

0 施密特触发输入，推挽式输出，AN24，NRST I/O 

1 施密特触发输入，推挽式输出，AN25，OSCIN I/O 

2 施密特触发输入，推挽式输出，AN26，OSCOUT I/O 

5 施密特触发输入，推挽式输出，AN28，DSDA，SDA，TXD I/O 

6 施密特触发输入，推挽式输出，AN29，SPI_SS，PWM3，CCP1，COMPO I/O 
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4. 功能概要 

4.1 系统时钟 

芯片有 2 种振荡方式： 

➢ 内部 RC 振荡 

➢ 外部 XT 振荡。 

4.1.1 内部 RC 振荡 

芯片默认的振荡方式为内部 RC 振荡，其振荡频率 16MHz，可通过 OSCCON 寄存器设置芯片工作频率。 

当选择内部 RC 作为芯片的振荡器时，芯片的 OSCIN 和 OSCOUT 可以作为普通的 I/O 口。 

 

4.1.2 外部 XT 振荡 

在烧录时将 CONFIG 选项中的 OSC 选择成 XT，芯片工作在外部 XT 振荡模式下，此时内部 RC 振荡停

止工作，OSCIN 和 OSCOUT 作为振荡口。 

C1
OSCIN

OSCOUT

RFXTAL

C2

（1）

（1）

（2） 休眠

到内部

逻辑电路

 
图 4-1：典型的 XT 振荡方式 

建议参数： 

类型 频率 建议值 RF 建议值 C1～C2 

XT 4MHz 1MΩ 10pF～47pF 

XT 8MHz 1MΩ 10pF～47pF 

XT 16MHz 1MΩ 10pF～47pF 
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4.2 复位 

芯片可用如下 4 种复位方式： 

➢ 上电复位。 

➢ 低电压复位。 

➢ 正常工作下的看门狗溢出复位。 

➢ 外部复位。 

 

4.3 电源管理 

4.3.1 工作模式  

芯片有 3 种不同的工作模式，以适应不同应用的功耗需求。  

➢ 正常工作模式：MCU 处于正常工作状态，外设正常运行。  

➢ 空闲模式 IDLE：MCU 处于空闲模式，CPU 停止工作，外设正常运行。该模式可由任意中断唤醒。  

➢ 休眠模式 STOP：MCU 处于休眠模式，CPU 停止工作，外设停止工作。该模式可由 INT0/1 中断唤

醒、GPIO 中断唤 醒、WUT 定时唤醒、LSE 定时唤醒。 

 

4.3.2 电源低压复位（LVR）  

当电源电压低于设置的检测电压时，则系统复位。低压复位有 4 种选择：1.8V/2.0V/2.5V/3.0V。 
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4.4 中断控制 

芯片具有 17 个中断源及中断向量： 

中断源 中断描述 中断向量 同级优先序列 

INT0 外部中断 0 0-0x0003 1 

Timer0 Timer0 溢出中断 1-0x000B 2 

INT1 外部中断 1 2-0x0013 3 

Timer1 Timer1 溢出中断 3-0x001B 4 

TXIF USART 发送中断 4-0x0023 5 

RCIF USART 接收中断 5-0x002B 6 

ADC ADC 中断 6-0x0033 7 

PWM PWM 中断 7-0x003B 8 

--- --- --- --- 

IIC IIC 中断 9-0x004B 10 

BCLIF IIC 总线冲突中断 10-0x0053 11 

CCP CCP 中断 11-0x005B 12 

P0IF PORT0 电平变化中断 12-0x0063 13 

P1IF PORT1 电平变化中断 13-0x006B 14 

P2IF PORT2 电平变化中断 14-0x0073 15 

P3IF PORT3 电平变化中断 15-0x007B 16 

CMPIF 比较器中断 16-0x0103 17 

SPIIF SPI 中断 17-0x010B 18 

芯片规定两个中断优先级，可实现两级中断嵌套。当一个中断已经响应，若有高级别中断发出请求，后

者可以中断前者，实现中断嵌套。 
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4.5 定时器 

4.5.1 WDT 定时器 

看门狗定时器是一个由系统时钟提供时钟源的片内定时器，WDT 计时溢出将产生复位。看门狗复位是系

统的一种保护设置，当系统运行到一个未知状态时，可通过看门狗来使系统复位，从而避免系统进入到无限

期的死循环。WDT 定时器具有如下特性：  

➢ 看门狗溢出时间 8 档可选。  

➢ 可设置看门狗溢出中断。  

➢ 可设置看门狗溢出复位。 

 

4.5.2 定时计数器 TIMER0 

TIMER0 由如下功能组成： 

➢ 8 位定时器/计数器寄存器（TMR0）； 

➢ 8 位预分频器（与看门狗定时器共用）； 

➢ 可编程内部或外部时钟源； 

➢ 可编程外部时钟边沿选择； 

➢ 可选外部 32.768K 振荡时钟（FLSE） 

➢ 溢出中断。 

4.5.3 定时计数器 TIMER1 

TIMER1 模块是一个 16 位定时器/计数器，具有以下特性： 

➢ 16 位定时器/计数器寄存器（TMR1H:TMR1L） 

➢ 3 位预分频器 

➢ 同步或异步操作 

➢ 溢出时唤醒（仅外部时钟异步模式） 

➢ 可编程内部或外部时钟源 

➢ 通过 T1G 引脚门控 TIMER1（使能计数） 

➢ 溢出中断 

➢ 捕捉/比较功能的时基 
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4.6 增强型数字外设 

4.6.1 捕捉模块（CCP） 

芯片包含 1 个捕捉模块。 

捕捉模块是允许用户定时和控制不同事件的外设。在捕捉模式下，该外设能对事件的持续时间计时。捕

捉模式允许用户在预先确定的定时时间结束后触发一个外部事件。 

4.6.2 PWM 模块 

芯片包含一个 10 位 PWM 模块，可配置为 4 路共用周期、独立占空比的输出+1 路独立输出，或 2 组互补

输出+1 路独立输出。 

➢ 支持单次、连续模式 2 种波形输出。  

➢ 支持独立、互补、2 控制模式。  

➢ 计数时钟可选择 1、2、4、8、16 分频。  

➢ 支持死区编程。  

➢ 可设置输出极性。  
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4.7 通讯模块 

4.7.1 USART 模块 

UART 具有如下特性： 

➢ 全双工异步发送和接收 

➢ 单字符输出缓冲器 

➢ 双字符输入缓冲器 

➢ 接收到字符的帧错误检测 

➢ 半双工同步从动模式 

➢ 可将字符长度编程为 8 位或 9 位 

➢ 输入缓冲溢出错误检测 

➢ 半双工同步主控模式 

➢ 同步模式下，可编程时钟极性 

 

4.7.2 SPI 模块 

SPI 模式允许同时同步发送和接收 8 位数据。支持 SPI 的主控模式和从动模式。另外，可选择 3 线模式或

4 线模式。 

SPI 是一个完全可配置的 SPI 主机/从机设备，允许用户配置串行时钟信号的极性和相位。SPI 允许 MCU

与串行外围设备进 行通信，它还能够在多主机系统中进行处理器间通信。SPI 具有如下特性：  

➢ 全双工同步串行数据传输。  

➢ 支持主机/从机模式。  

➢ 支持多主机系统。  

➢ 系统错误检测。  

➢ 支持速度高达系统时钟的 1/4（FSYS≤24MHz）。  

➢ 发送/接收完成可产生中断 

 

4.7.3 I2C 模块 

两线双向串行总线控制器 I2C 为微处理器和 I2C 总线之间的数据交换提供了一种简单有效的连接方式。

I2C 模块具有如下特性：  

➢ 支持 4 种工作方式：主控发送、主控接收、从动发送、从动接收。  

➢ 支持 2 种传输速度模式： 标准（高达 100Kb/s）； 快速（高达 400Kb/s）。  

➢ 执行仲裁和时钟同步。  

➢ 支持多主机系统。  

➢ 主机方式支持 I2C 总线上的 7 位寻址模式与 10 位寻址模式（软件支持）。  

➢ 从机方式支持 I2C 总线上的 7 位寻址模式。 

➢ 允许在较宽时钟频率范围进行操作（内置 8 位定时器）。  

➢ 接收/发送完成可产生中断。 
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4.8 模拟模块 

4.8.1 模数转换器（ADC） 

模数转换器（ADC）可以将模拟输入信号转换为表示该信号的一个 12 位二进制数。器件使用的模拟输入

通道共用一个采样保持电路。采样保持电路的输出与模数转换器的输入相连。模数转换器采用逐次逼近法产

生一个 12 位二进制结果，并将该结果保存在 ADC 结果寄存器中。 

➢ 最多可达 18 个外部通道。  

➢ ADC 的转换时钟有 3 种时钟频率可选。  

➢ ADC 参考电压可选择 VDD/1.2V。  

➢ 一个完整的 12 位转换需要 18 个 ADC 转换周期。  

➢ 支持 ADC 转换完成产生中断。 

 

4.8.2 比较器（CMP） 

当 CMP 正端输入电压大于负端输入电压时，CMP 经过数字滤波后输出 1；反之，如果 CMP 正端输入电

压小于负端输入电压，则 CMP 经过数字滤波后输出 0。 

➢ 比较器失调电压≤±10mv； 

➢ 输入共模电压范围：0V~VDD-1.3V； 

➢ 内置 1 个电阻分压模块，参考电压为 VDD； 

➢ 比较器结果可选上升沿或下降沿触发中断； 

➢ 比较器结果可选择从 GPIO 输出，且支持取反输出。 
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4.9 Flash 存储器 

FLASH 存储器包含程序存储器（APROM/BOOT）与非易失性数据存储器（Data FLASH），可通过相关

特殊功能寄存器 （SFR）对其进行存取操作以实现 IAP 功能。FLASH 存储器支持如下操作：  

➢ 字节读操作。 

➢ 字节写操作。 

➢ 页擦除操作。 

➢ FLASH 空间 CRC 校验操作。 
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5. 用户配置 

系统配置寄存器（CONFIG）是 MCU 初始条件的 FLASH 选项，程序不能访问及操作。通过系统配置

寄存器可以设置如下内容： 

➢ 看门狗的工作方式。 

➢ FLASH 程序区分区保护、代码加密。 

➢ 低压复位电压。 

➢ 调试模式禁止或使能。 

➢ 振荡方式、预分频选择。 

➢ 外部复位管脚上拉功能 
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6. 电气参数 

6.1 极限参数 

电源供应电压………………………………………………………………….….………GND-0.3V~GND+6.0V 

存储温度…………………………………………………………………….….…………………….-50℃~125℃ 

工作温度………………………………………………………………...………..……………………-40℃~85℃ 

端口输入电压………………………………………………………......…………………GND-0.3V~VDD+0.3V 

所有端口最大灌电流…………………………………………………...…………………………………..200mA 

所有端口最大拉电流………………………………………………………………………………………-150mA 

 

注：如果器件工作条件超过上述“极限参数”，可能会对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大

值，我们不建议器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在极限值条件下，其稳定性会

受到影响。 

 

 

  



V0.9.5 

 

CMS8F003 数据手册     

23 / 33 www.mcu.com.cn 

6.2 直流电气特性 

（VDD=5V，TA= 25℃，除非另有说明） 

 

  

符号 参数 
测试条件 

最小值 典型值 最大值 单位 
VDD 条件 

VDD 工作电压 

- FSYS=16MHz/2T VLVR2 - 5.5 V 

5V 
FSYS=16MHz/2T, 

所有模拟模块关闭 
- 4 - mA 

3V 
FSYS=16MHz/2T, 

所有模拟模块关闭 
- 2 - mA 

5V 烧写程序 EEPROM - 6 - mA 

ISTB 静态电流 

5V LVR=DIS WDT=DIS - 1.5 5 uA 

3V LVR=DIS WDT=DIS - 0.6 3 uA 

5V LVR=DIS WDT=EN - 4.8 12 uA 

3V LVR=DIS WDT=EN - 2.1 5.5 uA 

VIL 低电平输入电压 - ---- - - 0.3VDD V 

VIH 高电平输入电压 - ---- 0.7VDD - - V 

VOH 高电平输出电压 - 不带负载 0.9VDD - - V 

VOL 低电平输出电压 - 不带负载 - - 0.1VDD V 

VEEPROM EEPROM 模块工作电压 - ---- 2.5 - 5.5 V 

RPH 上拉电阻阻值 
5V Vo=0.5VDD - 36 - KΩ 

3V Vo=0.5VDD - 56 - KΩ 

RPL 下拉电阻阻值 
5V Vo=0.5VDD - 36 - KΩ 

3V Vo=0.5VDD - 60 - KΩ 

IOL 输出口灌电流 
5V VOL=0.3VDD - 40 - mA 

3V VOL=0.3VDD - 20 - mA 

IOH 输出口拉电流 
5V VOH=0.7VDD - -20 - mA 

3V VOH=0.7VDD - -10 - mA 

VBG 内部基准电压 1.2V 

VDD=2.5~5.5V TA=25℃ -1.5% 1.2 +1.5% V 

VDD=2.0~5.5V TA=25℃ -2.5% 1.2 +2.5% V 

VDD=2.5~5.5V TA=-40~85℃ -2.0% 1.2 +2.0% V 

VDD=2.0~5.5V TA=-40~85℃ -3.0% 1.2 +3.0% V 
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6.3 比较器特性 

（TA= 25℃，除非另有说明） 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDD 工作电压范围 - 2.0 - 5.5 V 

Iwork 工作电流 
VDD=5V COMP+=2V COMP-=2V - 34 46 uA 

VDD=3V COMP+=1V COMP-=1V - 20 26 uA 

IBG BG工作电流 
VDD=5V - 35 46 uA 

VDD=3V - 33 44 uA 

VIN 输入共模电压范围 - 0 - VDD-1.3 V 

Vos 失调电压 - - - ±13 mV 

LSB 最小分辨率 - - 10 20 mV 

Tr 响应时间 - - - 6 us 

     - 内部电阻分压误差 
VDD=5V VR>1V -1% - ﹢1% - 

VDD=5V VR<1V -2% - ﹢2% - 

备注：VR 为内部电阻分压输出值 

 

6.4 ADC 电气特性 

（TA= 25℃，除非另有说明） 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VADC ADC 工作电压 

VADREF= VDD,FADCCLK=1MHz 3.0  5.5 V 

VADREF= VDD,FADCCLK=500kHz 2.7  5.5 V 

VADREF=2.0V,FADCCLK=250kHz 2.7  5.5 V 

VADREF=2.4V,FADCCLK=250kHz 2.7  5.5 V 

VADREF=3.0V,FADCCLK=500kHz 3.3  5.5 V 

IADC ADC 转换电流 

VADC=5V,VADREF= VDD, 

FADCCLK=500kHz 
  500 uA 

VADC =3V,VADREF= VDD, 

FADCCLK=500kHz 
  200 uA 

VAIN ADC 输入电压 
VADC=5V, VADREF = VDD, 

FADCCLK=500kHz 
0  VADC V 

DNL1 微分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = VDD, 

FADCCLK=1MHz 
 ±4  LSB 

INL1 积分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = VDD, 

FADCCLK=1MHz 
 ±8  LSB 

DNL2 微分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = 3.0V, 

FADCCLK=500kHz,VAIN<1V 
 ±4  LSB 

INL2 积分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = 3.0V, 

FADCCLK=500kHz,VAIN<1V 
 ±16  LSB 

DNL3 微分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = 2.4V, 

FADCCLK=250kHz,VAIN<0.8V 
 ±4  LSB 

INL3 积分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = 2.4V, 

FADCCLK=250kHz,VAIN<0.8V 
 ±16  LSB 

DNL4 微分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = 2.0V, 

FADCCLK=250kHz,VAIN<0.7V 
 ±4  LSB 

INL4 积分非线性误差 
VADC=5V, VADREF = 2.0V, 

FADCCLK=250kHz,VAIN<0.7V 
 ±16  LSB 

TADC ADC 转换时间   16  TADCCLK 

备注：低温规格值由设计保证，量产不测低温条件。 
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6.5 上电复位特性 

（TA= 25℃，除非另有说明） 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

tVDD VDD 上升速率 - 0.05 - - V/ms 

VLVR1 LVR 设定电压=1.8V VDD=1.6~5.5V 1.7 1.8 1.9 V 

VLVR2 LVR 设定电压=2.0V VDD=1.8~5.5V 1.9 2.0 2.1 V 

VLVR3 LVR 设定电压=2.5V VDD=2.3~5.5V 2.4 2.5 2.6 V 

VLVR4 LVR 设定电压=3.0V VDD=2.8~5.5V 2.9 3.0 3.1 V 

 

6.6 交流电气特性 

（TA= 25℃，除非另有说明） 

 

 

  

符号 参数 
测试条件 

最小 典型 最大 单位 
VDD 条件 

FWDT WDT 时钟源 

VDD=2.5~5.5V  TA=25℃ -20% 32 +20% KHz 

VDD=1.8~5.5V  TA=25℃ -30% 32 +30% KHz 

VDD=2.5~5.5V  TA=－40~85℃ -30% 32 +30% KHz 

VDD=1.8~5.5V  TA=－40~85℃ -50% 32 +50% KHz 

TEEPROM EEPROM 编程时间 
5V FHSI=16MHz - 4.6 - ms 

3V FHSI=16MHz - 4.6 - ms 

FINTRC 内振频率 16MHz 

VDD=4.0~5.5V  TA=25℃ -1.5% 16 +1.5% MHz 

VDD=2.5~5.5V  TA=25℃ -2.0% 16 +2.0% MHz 

VDD=1.8~5.5V  TA=25℃ -3.0% 16 +3.0% MHz 

VDD=4.0~5.5V  TA=－40~85℃ -2.5% 16 +2.5% MHz 

VDD=2.5~5.5V  TA=－40~85℃ -3.5% 16 +3.5% MHz 

VDD=1.8~5.5V  TA=－40~85℃ -5.0% 16 +5.0% MHz 
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6.7 LSE 特性 

（TA= 25℃，除非另有说明） 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDD 工作电压范围 - 1.8 - 5.5 V 

FLSE LSE振荡频率 - - 32.768 - KHz 

C1 OSCIN引脚匹配电容 - - 22 - pF 

C2 OSCOUT引脚匹配电容 - - 22 - pF 

ILSE LSE工作电流 
VDD=5V C1=22pF C2=22pF - 20 - uA 

VDD=3V C1=22pF C2=22pF - 8 - uA 

TLSE LSE稳定时间 
VDD=5V C1=22pF C2=22pF - 260 700 ms 

VDD=3V C1=22pF C2=22pF  300 1000 ms 

C1
OSCIN

OSCOUT

XTAL

C2

振荡器

 

图 6-1：典型应用电路 
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6.8 IIC 电气特性 

THD:STA

TSU:STA

TSU:STO

THD:STO

启动条件
停止条件

SCL

SDA

 

图 6-2：I2CTM 总线启动/停止位时序 

 

符号 特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

TSU:STA 启动条件建立时间 
100kHz 模式 

仅与重复启动条件相关 
4700 - - ns 

400kHz 模式 600 - - ns 

THD:STA 启动条件保持时间 
100kHz 模式 

这个周期后产生第一个时钟脉冲 
4000 - - ns 

400kHz 模式 600 - - ns 

TSU:STO 停止条件建立时间 
100kHz 模式 

 
4700 - - ns 

400kHz 模式 600 - - ns 

THD:STO 停止条件保持时间 
100kHz 模式 

 
4000 - - ns 

400kHz 模式 600 - - ns 

备注：这些参数仅为特征值，未经测试。 
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SCL

SDA输入

SDA输出

TSU:STA

THD:STA

TF
THIGH

TLOW
TR

TSU:STO

TBUF

TSU:DAT

THD:DAT

TAA

TAA

 

图 6-3：I2CTM 总线数据时序 

 

符号 特性 条件 最小值 最大值 单位 

THIGH 时钟高电平时间 
100kHz 模式 器件工作频率不得低于 4MHz 4.0 - us 

400kHz 模式 器件工作频率不得低于 16MHz 0.6 - us 

TLOW 时钟低电平时间 
100kHz 模式 器件工作频率不得低于 4MHz 4.7 - us 

400kHz 模式 器件工作频率不得低于 16MHz 1.3 - us 

TR SDA 和 SCL 上升时间 
100kHz 模式  - 1000 ns 

400kHz 模式 CB 值规定在 10-400pF 之间 20+0.1CB 300 ns 

TF SDA 和 SCL 下降时间 
100kHz 模式  - 300 ns 

400kHz 模式 CB 值规定在 10-400pF 之间 20+0.1CB 300 ns 

TSU:STA 启动条件建立时间 
100kHz 模式 

仅与重复启动条件相关 
4.7 - us 

400kHz 模式 0.6 - us 

THD:STA 启动条件保持时间 
100kHz 模式 

这个周期后产生第一个时钟脉冲 
4.0 - us 

400kHz 模式 0.6 - us 

THD:DAT 数据输入保持时间 
100kHz 模式 

 
2/Fsys - us 

400kHz 模式 2/Fsys 1-2/Fsys us 

TSU:DAT 数据输入建立时间 
100kHz 模式 

 
2/Fsys - us 

400kHz 模式 2/Fsys - us 

TSU:STO 停止条件建立时间 
100kHz 模式  4.7 - us 

400kHz 模式  0.6 - us 

TAA 时钟输出有效时间 
100kHz 模式  - 3.7-2/Fsys us 

400kHz 模式  - - us 

TBUF 总线空闲时间 
100kHz 模式 在新的传输开始前总线必须保持

空闲的时间 

4.7 - us 

400kHz 模式 1.3 - us 

CB 总线容性负载  - 400 pF 

备注：这些参数仅为特征值，未经测试。 
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6.9 EMC 特性 

6.9.1 EFT 电气特性 

符号 参数 测试条件 等级 

VEFTB 

在VDD和VSS上通过耦合/去耦合网路施加一个瞬

变电压的脉冲群（正向和反向）直到产生功能性错

误。VDD和VSS入口有0.1μF旁路电容 

TA = + 25℃, FSYS=8MHz,  

符合IEC 61000-4-4 
4 

 

注：电快速瞬变脉冲群（EFT）抗扰度性能与系统设计（包括电源结构、电路设计、布局布线、芯片配置、程序结构等）密切

相关。上述表格中的 EFT 参数是在 CMS 内部测试平台上所测得的结果，并非适用于所有应用环境，该测试数据仅作为参

考。系统设计各方面均可能会对 EFT 性能造成影响，在 EFT 性能要求较高的应用中，设计时应注意尽量避免干扰源影响

系统运行，建议分析干扰路径及优化设计以达到最佳的抗扰性能。 

 

6.9.2 ESD 电气特性 

符号 参数 测试条件 等级 

VESD 

静电放电 

(人体模式 HBM) 

TA = + 25℃, 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2023 
Class 2 

静电放电 

(器件充电模型 CDM) 

TA = + 25℃, 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2022 
C3 

 

6.9.3 Latch-Up 电气特性 

符号 参数 测试条件 测试类型 

LU 静态 latch-up JSED 78F.01:2022 
ClassⅠA 

(TA = +25℃) 
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7. 封装 

7.1 SOP16 

 
 

 

Symbol 
Millimeter 

Min Nom Max 

A - - 1.85 

A1 0.05 - 0.25 

A2 1.30 - 1.60 

A3 0.60 - 0.71 

b 0.356 - 0.51 

c 0.20 - 0.26 

D 9.70 - 10.10 

E 5.80 6.00 6.20 

E1 3.70 - 4.10 

e 1.27BSC 

h 0.25 - 0.50 

L 0.40 - 0.80 

L1 1.05REF 

θ 0 - 8° 

注意：封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺。 

 



V0.9.5 

 

CMS8F003 数据手册     

31 / 33 www.mcu.com.cn 

7.2 TSSOP20 

 
 

 

Symbol 
Millimeter 

Min Nom Max 

A - - 1.25 

A1 0.05 - 0.15 

A2 0.80 1.00 1.10 

A3 0.34 0.44 0.54 

b 0.20 - 0.28 

c 0.10 - 0.19 

D 6.40 6.50 6.60 

E 6.20 6.40 6.60 

E1 4.30 4.40 4.50 

e 0.65BSC 

L 0.45 0.60 0.75 

L1 1.00REF 

θ 0 - 8° 

注意：封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺。 
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7.3 QFN20（3*3*0.75-0.40mm） 

 
 

 

Symbol 
Millimeter 

Min Nom Max 

A 0.65 0.75 0.85 

A1 - 0.02 0.05 

b 0.15 0.20 0.25 

c 0.18 0.20 0.25 

D 2.90 3.00 3.10 

D2 1.55 - 2.00 

e 0.40BSC 

Ne 1.60BSC 

Nd 1.60BSC 

E 2.90 3.00 3.10 

E2 1.55 - 2.00 

L 0.20 - 0.50 

注意：封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺 
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8. 版本修订说明 

版本号 时间 修改内容 

V0.1.0 2024 年 11 月 初始版本 

V0.1.1 2024 年 12 月 更新 6.2 章节参数 

V0.9.0 2025 年 2 月 更正产品型号一览表 

V0.9.1 2025 年 4 月 

1. 更正产品电气参数 

2. 删除 1.3 在线串行编程章节 

3. 更新 2.1 系统简介内容 

4. 增加 2.2.4 特殊功能寄存器 XSFR 章节、对功能概要章节

重新分类 

5. 删除唯一 ID 章节 

V0.9.2 2025 年 5 月 
1. 删除 1T 指令的描述 

2. 增加 EMC 特性章节 

V0.9.3 2025 年 5 月 增加 CMS8F003D820NB 型号及其封装 

V0.9.4 2025 年 7 月 
1. 订正模数转换器 ADC 章节的描述 

2. 订正工作电压范围表达 

V0.9.5 2025 年 8 月 

1. 删除用户配置区的 FLASH 数据保护说明 

2. 增加 CMS8F003D816SP 型号及其封装 

3. 更新字体 
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